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第三代半导体材料碳化硅（SiC）因其优良的物理和电子特性成为电力电子器件应用的首选，然而，

由于其硬度和脆性特性，应用传统的金刚石刀轮切割方法对碳化硅器件进行切割时，存在着进给率

低和故障率高等问题。超快激光加工材料具有效率高和热影响区小等优势，并且能以非常高的分辨

率对材料进行微加工，超快激光改质切割已被证明是实现小切口宽度、边缘热影响区和边缘损伤的

有效方法。在超快激光改质切割中，由于激光紧密聚焦和材料吸收的非线性性质，焦点处的材料发

生强烈的激光吸收，从而产生微通道。微通道作为碳化硅内部改质切割后产生的重要特征，因此微

通道结构与切割质量有密切联系。为了提高超快激光对SiC材料的切割质量，使用波长为1030nm的

超快激光脉冲对85µm厚的SiC晶圆进行内部改质切割。发现对于给定光束，微通道结构取决于激光

脉冲宽度τ、脉冲能量E和聚焦数值孔径NA，当使用NA为0.67的物镜时，出现了多微通道现象。还发

现低NA物镜不适合用于薄晶圆内部改质切割，因为会造成较严重的晶圆表面损伤。
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